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【はじめに】薄膜シリコン太陽電池は資源的制約

が無く安価・安全な太陽電池として期待されてい

るが，普及に向けた最大の課題は発電効率の向上

であり，バンドギャップの異なる a-Si:Hやc-Si:H

を積層した多接合型太陽電池の開発が進められ

ている[1]．高効率化に向けては，ボトムセル材

料となるc-Si:H サブセルの高電流化が必須であ

り，光閉じ込め用テクスチャ構造の高度化が重要

である．我々はこうした観点から，規則性テクス

チャ構造をプラットフォームとし，テクスチャ構

造の各パラメータと太陽電池特性の相関を系統

的に調べ，アクティブエリアにて JSC > 30 mA/cm2

を達成した[2,3]．これまでは反射型のテクスチャ

基板を太陽電池裏面に配置するサブストレート

構造のみ検討してきたが，今回，光入射側にテク

スチャ付ガラス基板を配置するスーパーストレ

ート型c-Si:H 電池の検討を行ったので報告する． 

【実験】市販の白板ガラス基板に対し，フォトリ

ソグラフィ及びフッ酸を用いたウェットエッチ

ングによりハニカム型テクスチャを作製した．こ

の上に透明導電性酸化物（TCO）として In2O3:Sn

（ITO）及び ZnO:Ga（GZO）をスパッタ製膜し

て導電性基板とし，p-i-n c-Si:H 各層および裏面

電極を製膜して太陽電池を作製した． 

【結果と考察】図 1 にハニカム型テクスチャ構造

を形成した白板ガラス基板の SEM 像を示す．過

去に報告したハニカムテクスチャ基板は出発材

料として熱酸化膜を用いていたが，エッチング条

件を適正化することで，市販の白板ガラス基板に

対しても図 1 に示すようなハニカムテクスチャ

を作製できた．このような基板上に膜厚 2m の

c-Si:H 太陽電池を形成したところ，図 2 に示す

ように，参照基板として用いた市販のテクスチャ

付 SnO2:F 基板や平坦な ITO 基板に較べ長波長側

で外部量子効率（EQE）が顕著に増加し，スーパ

ーストレート構造においてもテクスチャ構造の

高度化による光電流の向上が可能であることを

確認した．発表では，テクスチャ構造の各種パラ

メータの検討やタンデムセルへの適用について

も報告する予定である． 
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図 1. ハニカム型テクスチャ構造を形成した白板ガラ

ス基板の表面 SEM 像．テクスチャ周期は 1.5m で，

表面に ITO を製膜してある． 

 

図 2. 各種ガラス基板を用いたスーパーストレート型

c-Si:H 太陽電池（膜厚 2m）の外部量子効率スペク

トル．短波長側の差異は主に TCO の違いによるもの． 
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